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Одним из важных направлений в синтезе новых наноматериалов является диагностика электрофизических свойств образцов, особенно измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ) в локальных областях [1-5]. Целью настоящей работы является разработка измерительного комплекса, с помощью которого можно создать прижимные жидкие контакты, вносящие минимальные механические деформации в измеряемые структуры на основе эвтектического индий-галлиевого расплава для измерения вольт-амперных характеристик тонкопленочных образцов. На основании литературного обзора подобраны параметры изготовления жидких зондов, заключающиеся в контроле скорости выдавливания и перемещения зонда вдоль вертикальной оси. Жидкий расплав InGa размещается в инсулиновом шприце, диаметр которого составляет 400 мкм, затем выдавливается таким образом, чтобы капля держалась на острие шприца. После контакта с поверхность и медленном вытягивании можно сформировать конусовидную форму капли расплава на острие шприца, с которой в дальнейшем удобно работать.
Зонд с использование жидкого эвтектического электрода требуется изготавливать перед каждым измерением, поскольку размер контактного пятна можно будет только увеличивать по сравнению с исходным размером. Разработанная установка может быть использована для проведения электрических измерений тонких пленок для задач полимерной электроники. Также возможно использовать данные зонды для модификации тонких пленок, в случае создания предпробойных условий и развития пробоя в пленке. Таким образом, возможно, сформировать разветвленную фрактальную структуру на основе тонких пленок [1,3]. Приведенные вольт-амперные характеристики демонстрируют работоспособность данных типов зондов. Было замечено, что увеличение размера пятна контакта нелинейно изменяет форму вольт-амперной характеристики. Возможно, это связано с формированием барьерного слоя из оксидов индия и галлия покрывающих каплю в месте контакта с поверхностью образца. 
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